FET

Fetlerin Yapisi

NPN ve PNP tipi olarak adlandirilan klasik tip transistorler (Iki Kutuplu Jonksiyon Transistor
- BJT) algak giris empedansina sahiptirler. BJT 'ler, hem elektron akimi hem de delik (bosluk)
akiminin kullanildigr akim kontrollii elemanlardir.

FET (Field Effect Transistor - Alan Etkili Transistor) ise yiiksek giris empedansina sahip, tek
kutuplu, gerilim kontrollii bir elemandir. Elektrik alan1 prensiplerine gore ¢alistigindan alan
etkili transistorler olarak bilinir. FET 'ler, transistorlerin kullanildig1 yerlerde rahatlikla
kullanilibilir.

FET 'lerin Klasik transistorlere (BJT) gore iistiinliikleri soyle siralanabilir:

Giris empedanslart daha yiiksektir. (BJT 'de 2KQ iken FET 'lerde yaklagik 100MQ 'dur.)
Anahtar olarak kullanildiginda, sapma gerilimi yoktur.

Radyasyon (yaymim) etkisi yoktur.

BJT 'lere nazaran daha az giiriiltiilidiir.

Isisal degisimlerden etkilenmezler.

BJT 'lere gore daha kiiciiktiir. Bu nedenle entegrelerde daha fazla kullanilirlar.

Yiiksek giris empedansi ve al¢ak elektrodlar arasi kapasitans 6zelligi ile yiiksek frekans
devrelerinde rahtlikla kullanilirlar.

BJT 'lere gore sakincasi ise band genisliklerinin dar olmasi ve ¢abuk hasar gorebilmesidir.

Alan etkili transistorler (FET) iki ana gruba ayrilir:

JFET (Junction Field Effect Transistor, Eklem Alan Etkili Transistor)
MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, Metal Oksit Yari [letken Alan
Etkili Transistor)

JFET 'in Calismasi

BJT 'lerde oldugu gibi JFET 'lerde de 3 terminal vardir. Bunlar; Drain (Oluk, Akac), Source
(Kaynak) ve Gate (Kap1, Gegit) dir. Transistorlerde, kollektoriin karsiligi drain, emiterin
karsilig1 source, beyzin karsilig1 gate 'dir. Transistorler nasil NPN ve PNP tipi olmak iizere iki
tipte ise JFET 'ler de;

*n - kanalli JFET

* p - kanalli JFET

olmak iizere iki tipte imal edilirler.
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Sekil 1.1(a) - n-kanall1 JFET 'in Fiziksel Sekil 1.1(b) - p-kanalli JFET 'in Fiziksel
Yapist ve Smbolii Yapis1 ve Smbolii

Sekil 1.1.(a) 'da goriildiigi gibi n-tipi bir maddenin iki yanina p-tipi madde enjekte edilerek n-
kanalli JFET elde edilir. Iki p-tipi madde birlestirilerek gate ucu cikarilir. n-tipi maddenin bir
ucu Drain, diger ucu da Source 'dur. Burada gdovde n-tipi maddeden meydana geldigi i¢in
JFET 'in ad1 n-kanallidir.G6vdenin yapildigi maddenin adi JFET 'in tipini belirler. JFET 'in
calismasinda n-kanalli tizerinde durulacaktir

Ayni sekilde eger govde p-tipi maddeden olusursa p-kanalli JFET elde edilmis olur. (Sekil
1.1.(b)) Sembollerden de anlasilacag gibi ok yonii gate 'e dogru ise n-kanalli, gate 'ten disart
dogru ise p-kanalli JFET 'tir.
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Sekil 1.2 - JFET 'in ¢alismasi

Sekil 1.2 'de n-kanalli bir JFET 'in uygun calisma i¢in harici gii¢ kaynaklarina nasil
irtibatlandirildigr gosterilmistir. Drain, Ry, yiik direnci lizerinden Vpp drain giic kaynaginin
pozitif terminaline, Source Vpp 'nin negatif terminaline irtibatlandirilir. Gate, Vgg gii¢
kaynaginin negatif terminaline baglanir. Bu irtibatla Gate-Source p-n eklemi ters
bayaslanmistir yani polarmalandirilmistir. Gate p- maddesinden olustugu i¢in Vg gii¢
kaynaginin (-) terminali gate 'e, (+) terminali source 'a baglanarak ters polarma saglanmustir.
Gate 'in ters polarmalanmasiyla devreden akan gate akimi son derece kiiciik degerdeki bir ters
akimdir.

Ip drain akimi, JFET {izerinde source 'den drain 'e dogru akar. (Akimin, gii¢ kaynaklarinin (-)
terminalinden, (+) terminale dolastig1 kabul edilmistir.)

[k durumda Vg gii¢ kaynaginin olmadigini, gate ucunun dogrudan saseye bagl oldugunu
diisiinelim, Bu durumda Vg6=0V oldugu i¢in Gate-Source arasi voltaj da (Vgs) o Volt 'tur. Bu
anda Ip akimi, n-tipi maddenin direnci ve Ry tarafindan limitlenir. JFET iizerinden drain
akimi (Ip) arttkca n-madde parcasi boyunca bu gerilim diisiimii meydana gelir. Bu gerilim,
source 'a gore pozitif olup, gate p-n eklemini ters polarmalanmistir.
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Sekil 1.3: Vpp Voltaj Degisiminin Kanal ve Drain Akimlan Uzerine Etkileri

p-n eklemi ters polarmalandigi her durumda, eklem civarinda; i¢cinde akim tastyicilari
bulunmayan bir bosluk bolgesi (eklem setti) meydana gelir. Bu durum Sekil 1.3 'te p
maddelerinin ¢evresinde gosterilmistir. p maddelerinin ¢evresindeki bosluk bolgesinde akim
tasiyicilar1 olmadigindan Ip drain akimi akamaz. Boylece, drain akimi bosluk bolgeleri
arasindaki sahada sinirlandirilmis olunur. Bu bolge kanal olarak adlandirilir. Vpp kaynak
voltaji arttikca drain akimi da artar. Fakat bu artis dogrusal degildir. Bu artisin dogrusal
olmamasinin nedeni, gate p-n eklemindeki ters polarmalanmasinin artmasindandir.



Sekil 1.3 'te Vpp =4 Volt iken bosluk bolgesi ile Vpp = 6 Volt iken bosluk bolgesinin durumu
goriilmektedir. Vpp drain kaynak voltajinin daha fazla arttinlmas1 (Vpp = 6V) Sekil 1.3 'te
goriildiigii gibi bosluk bolgelerinin birbirine daha fazla yaklasmasina neden olur. Boyle bir
durumda drain kaynak voltajnin daha fazla arttirilmasi Ip drain aliminda ¢ok az bir artig
meydana getirir.

Boylece drain akimi saturasyona (doyum) ulagsmis olur. Drain akiminin saturasyon degerine
ulastig1 noktaya PINCH - OFF noktasi denir. Pimch - off nokasina kritik gerilim ad1 da
verilebilir. Vp ile gosterilir. Bu deger n-kanalli JFET 'te negatif, p-kanalli da ise pozitif
degerdir.
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Sekil 1.4 - n-kanalli JFET Karakteristik Egrisi

Sekil 1.4 'te gosterilen karakteristik egrinin yatay ekseni Drain - source arasi voltaji, dikey
ekseni ise Ip drain akimini gosterir. Simdi JFET 'in calismasini bu karakteristik egri tizerinda
tekrar edelim;

**Gate - Source gerilimi (Vgs) Sekil 1.2 'de oldugu gibi Vg bataryasi ile saglanirsa JFET 'ten
Ip akimi akar. Gate - Source eklemi Vg bataryasi ile ters polarmalandigi icin gate akimi Ig=0
olur.

**Sekil 1.3 'te oldugu gibi gate - source arasi voltaj 0 Volta ayarlandiginda I drain akimi
onemli bir biiyiikliiktedir ve Ipgs olarak adlandirilir. (Ipss = Gate - Source eklemi kisa devre
oldugunda Drain - Source arasinda akan akim) Vpg, sifirdan itibaren yaklasik 4 Volta kadar
arttirlldiginda Ip akimida artar. Karakteristik egride V5 noktasi kanal pinch - off noktasidir.
Ipss degeri de yaklagik 1mA 'dir.

**Pinch - off noktasindan itibaren Vpg voltaj degisime karsilik Ip akim degisimi ¢ok ¢ok



azdir. Bu ana saturasyon (doyum) denir.
**Eger drain kaynak voltaj1 daha fazla arttirilirsa, ters polarmali gate ekleminin bozulma olay1
(breakdown) meydana gelir. Bu ise yiiksek bir Ip akimina neden olarak JFET hasara ugrar.

JFET 'in Karakteristigi

Drain - Source Karakteristigi:

Bu karakeristik egri drain akiminin (Ip), drain - source gerilimine (Vps) gore bir grafigi
oldugundan, drain karakteristigi adinida almaktadir.
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Vss=0 Volt icin ¢izilen egride, Vpg arttik¢a drain akiminin doyum diizeyine kadar arttigi
goriilmektedir. Vgs=0 i¢in bu doyum akimi Ipss olarak adlandirilir. Baska bir ifadeyle Ipss
akimi, gate - source eklemi kisa devre oldugunda drain - source arasonda akan akimdir.

Gate source gerilimi Vgs= -1V 'a ayarlandiginda Vpg yiikseldik¢e akim, doyuma ulasincaya
kadar artar. Fakat bu seviye Vgs = 1V 'dan dolay1 kismen olugsmaya baslayarak bosluk
bolgesi, drain-source akiminin daha diisiik bir diizeyinde tamamiyla olusur.

Sekil 1.15 (c¢) de ¢izilen drain - source karakteristigi cesitli Vgs degerlerini (0,-1,-2..... volt)
kapsayan bir egriler grubudur. Gate terminaline uygulanan ters polarma, govde de bosluk
bolgesi olusturur. Bu ters gerilimin negatifligi biiylidiikce kanal direnci artar, gdvdeden gecen
Ip akim kiigiiliir. Vs daha da arttirildiginda, JFET 'ten herhangi bir I akimi1 akmaz, I, sifira
iner, Ig sifir olur ve JFET eleman: tiimiiyle kapanir.
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Sekil 1.6 - p-kanalli JFET Drain-Source Karakteristigi



P-kanall1 JFET 'in drain - source karakteristigi Sekil 1.6 'da gosterilmistir. n-kanallidan farki
Vs voltajlarinin pozitif olmasidir. Anlatilanlar p-kanalli JFET icin de gecerlidir.

JFET 'inTransfer Karakteristigi

JFET elemaninin transfer karakteristigi, sabit bir drain - source gerilimi Vpg i¢in gate -source
Vs geriliminin bir fonksiyonu olarak ID drain akiminin grafigidir.
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Sekill.7 - n-kanall1 JFET 'in Transfer Karakteristigi

Sekil 1.7 'de goriildiigii gibi transfer egride iki dnemli noktada Ipssve Vp degerleridir.
Herhangi bir noktadaki Ip akimi soyle hesaplanabilir:

Ip = Ipss [1- ( Vas/ Ve )

Transfer karakteristik egrisinden goriildiigii gibi Vgs =0 'da Ip = Ipgs ve Ip =0 'da Vgs = Vp
'dir. Vp degerinde, Ip akimi1 akmadigi i¢in JFET tamamiyla kapalidir. Burada Vp ayni
zamanda pinch-off degeridir.

Transfer karakteristik egrisini ¢ikarmak i¢in ¢esitli metodlar vardir;
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Sekil 1.8 'de goriildiigii gibi transfer karakteristik egrisi, Vps degerinin tiim egrileri kapsadigi
bir degerde olmalidir. Yani, bu transfer egride e§er Vps = 6 Volt secilirse; Vps = 6 Volt
dogrusunun kestigi tiim noktalar kritik bolgede olmasi gerekir. Ornegin; Vps = 6 Volt
dogrusunun Vgs = 0 Volt egrisini kestigi noktada Ip = Ipss = 10mA 'dir. Vpg = 6 Volt
dogrusunun, Vgs = -2 Volt egrisini kestigi noktada Ip = 6 mA 'dir. Bu noktalardan gecen
parabol JFET 'in transfer karakteristik egrisini verir.

Belirli bir JFET elemanlarinin ¢aligmasini tantmlamak icin kullanilan parametrelerden birisi
Ipss ve Vp degerleridir.
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Sekil 1.9 - Ipss Degerini 6l¢mek icin Sekil 1.10 - Vp Degerini 6l¢mek icin
kullanilan devre kullanilan devre

Sekil 1.19 'da Ipss degerini 6lgmek icin kullanilan devre gosterilmistir. Gate terminalinin
source ile birlestirilerek saseye baglanmasi Vggs voltajinin sifira ayarlanmasi demektir. Vpp
kaynak gerilimi, ampermetrede okunun Ip 'nin yiikselisi durana kadar arttirilir ve ulasilan
seviye Ipss degeri olarak kabul edilir.



Sekil 1.10 'daki devre ise Vp degerini bulmak i¢in kullanilan bir devredir. Vgs kaynak voltaji,
Ip akimi sifira cok yakin olana kadar sifirdan daha biiyiik negatif degerlere dogru ayarlanir.
Drain akiminin sifir olmasini saglayan minimum Vgg gerilimi ayn1 zamanda Vp degeridir.

Bu sekilde Ipss ve Vp degerleriyle JFET analizlerinde kullanilmak iizere bir transfer egrisi
cizilebilir.

Bu aciklamalardan sonra n-kanalli bir JFET elemaninin transfer karakteristigini, yatay ekseni
OV 'tan Vp 'ye uzanan negatif degerleri ve dikey ekseni 0 'dan Ipss 'ye uzanan, Ip akimim
temsil eden koordinatlar ekseninde cizilebilir. Ornegin Vp = -6 Volt ve Ipss =12 mA igin bir

transfer egrisi ¢izelim

Ipss = 12mA dikey eksende (Vgs = 0 Volt)
Vp = -6 Volt yatay eksende (Ip = 0 mA)

Bu degerleri Ip = Ipss [1-(VGS/VP)]2 denkleminde yerine koyarsak yine;
Vgs =0 Volt i¢in, Ip = 12 mA [1—(O/Vp)]2 =12 mA

Ip =0 mA icin, 0 = 12 mA [1-(Vgs/-6V)]* = -6 Volt
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Sekil 1.11 - Koordinatlar Ekseninde Ipss ve Vp Degerlerinin isaretlenmesi

Ipss ve Vp gibi iki 6nemli nokta koordinatlar ekseninde isaretlendikten sonra Vgs 'nin cesitli
degerlerinde I akimi bulunur.

Vgs =0 Volt i¢in

Vgs =-1 Volt igin
Vgs =-2 Volt i¢in
Vgs =-3 Volt i¢in
Vgs = -4 Volt i¢in
Vgs =-5 Volt i¢in
Vgs =-6 Volt i¢in

Ip =12 mA idi.

Ip =12 [1-(-1/-6)]2 =8,3 mA
Ip =12 [1-(-2/-6)]2 =5,4 mA
Ip =12 [1-(-3/-6)]2 =3 mA

Ip =12 [1-(-4/-6)]2 = 1,32 mA
Ip =12 [1-(-5/-6)]2 = 0,36 mA
Ip =12 [1-(-6/-6)]2 = 0 mA
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Sekil 1.12 - JFET 'in Transfer Karakteristik Egrisi

Ozet olarak JFET 'in transfer egrisini ¢izmek igin 0 ile Vp arasinda iki veya ii¢ gerilim degeri
secilerek bulunabilir. Koordinatlar ekseninde her bir Vs degerine karsilik gelen I, degeri
isaretlendikten sonra bu noktalar birlestirilerek transfer egrisi elde edilir. Dogal olarak Vgs
'nin sifir ile Vp arasindaki nokta sayis1 daha fazla olursa cizilecek transfer egrisi, daha ¢cok
noktalarin birlesiminden meydana gelecegi i¢cin daha hassas olur.



Fetlerin Parametreleri

JFET 'e uygulanan voltajlarin degistirilmesiyle, JFET 'in gosterdigi davranisa Parametre denir.
Baska bir degisle JFET karakteristigi veya sabitleridir. Uretici firmalar, eleman1 tanimlamak
ve farkli elemanlar arasinda se¢im yapabilmek icin gerekli olan bilgileri kataloglarda
belirtirler.

JFET parametreleri sunlardir:

a) Drain - Source doyma akimi (Ipss): Gate - Source eklemi kisa devre yapildiginda Drain -
Source arasindan akan akimdir.

b) Gate - Source kapama gerilimi (kritik gerilim, Vp): Drain - Source kanalinin kapandig (hi¢
akim gecirmedigi) gerilim degeri Vp ile gosterilir. Vp degerini 6l¢ebilmek i¢in kullanilan
devre Sekil 1.10 'da verilmistir. Bu parametreye Vgs-off 'da denir.

¢) Gate - Source kirilma gerilimi (B Vgss): Bu parametre belirli bir akimda drain - source kisa
devre iken Olciiliir. Uygulamada bu degerin iizerine ¢ikilmasi halinde eleman hasar gorebilir.

d) Gegis Iletkenligi (gm): JFET 'ler sabit akim elemani1 oldugundan drain voltajindaki
degisiklikler drain akiminda cok fazla bir degisiklik yapmaz, Genelde drain akimi gate voltaji
ile kontrol edilir. Bu nedenle JFET 'lerin 6nemli parametrelerinden biri, drain akim
degisimine gore gate voltaj degisimidir. Bu parametre gecirgenlik (transconductance -gm)
olarak bilinir.

Gecirgenlik, Vp sabit iken drain akim degisiminin, gate - source arasi voltaj degisimine
oranidir.

gm = Alp / AVgs (Vps = Sabit)

Gegcirgenlik, direncin tersi oldugu i¢in birimi (MHO) veya Siemens 'tir.

gm = (2.Ipss / IVpl) [1-(Vs/Vp)]

gm = (2.Ipss / IVpl) V(In/Ipss)

formiilleri ile de JFET 'in gecirgenligi hesaplanabilir.

e) Drain - Source iletim direnci (rds): Bu parametre, belirli bir gate - source gerilimi ve drain

akimindan 6l¢iilen gerilim drain -source iletim direnci, JFET 'in anahtar olarak
kullanilmasinda 6nem tasir. Bu deger, on ila birkag yiiz arasinda degisir.

JFET 'in Polarmalandirilmasi

a) Sabit Polarma
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Sekil 1.23 (a) - Sabit Polarma Kullanan n-kanalli JFET
Devresi

Sekil 1.23 (a) ve (b) 'deki gibi kullanilan JFET devrelerine sabit (fixed) polarmali devreler ad1
verilir. Clinkii, gate ve source uclari arasina Vgg gibi sabit bir giic kaynagi kullanismistir. n-
kanalli JFET 'in gate terminaline, Vg nin (-) kutbu; p-kanalli JFET 'in gate terminaline ise
(+) kutbu irtibatlandirilmalidir. Dikkat edilmesi gereken baska bir husus, n kanalli JFET 'in
drain terminaline Vpp gii¢ kaynaginin (+) ucu, p-kanallida ise (-) ucu uygulanmalidir.
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Sekil 1.23 (b) - Sabit Polarma Kullanan p-kanalli JFET
Devresi

Sekil 1.23 'teki devreler yiikseltec olarak kullanilabilir. Yiikseltilecek sinyal C kuplaj
kondansatorii vasitasiyla JFET 'in gate 'ine uygulanir. JFET 'in drain ucundan ise sinyal
yiikseltilmis olarak alinir. Devrede source terminali, hem giris hem de ¢ikis icin ortak
kullanildig1 i¢in devrenin adi da Source 'u Ortak Yiikselteg 'tir. Emiteri ortak yiikselteg
devresine benzer. Emiteri ortak yiikseltecte giris transistoriin beyzine uygulanirken, ¢ikis
kollektorden alinir.

Bu devrelerde gate-source terminalleri VGG gii¢ kaynagi ile ters bayaslanmistir yani
polarmalandirlmistir. Vgg kaynagi JFET '1 6ngerilimleyecek Vs gerilimi saglar. Fakat, Vgg
kaynagindan akim ¢ekilmez.

Rg direnci, C kuplaj kondansatorii iizerinden uygulanacak herhangi bir AC sinyalinin Rg
tizerinde arttirilmasini saglamak i¢in eklenmis olup, AC sinyalin R iizerinde artmasiyla
birlikte Rg direnci tizerindeki DC gerilim diistimii,

Vrg = 1.R =0 Volt olur.

Gate - Source gerilimi (Vggs) ise,

VGS = VG - Vs = VGG -0= VGG olarak bulunur.

Drain akimzi;

Ip = Ipss [1—(VGS/VP)]2 formiilii ile bulunabilir.



Drain akimi, Rp direnci iizerinde bir gerilim diisiimiine sebep olup, degeri, Vrp = Ip.Rp ile
bulunur.

Sekil 1.23 (a) 'daki devrede sadece drain-source kismini1 gdz Oniine alirsak, devre sekli
asagidaki gibi olur.

Sekil 1.24 'teki devre ¢ikis, drain terminalinden alinmis olup
Rp Sekil 1.23 'teki devreden herhangi bir farki yoktur. Devreye

Vi tatbik edilen voltaj, elemanlarin {izerine diisen voltajlarin
toplamina esit oldugundan;

VoD Vbp = Ip.Rp+Vps 'dir. Burada Vpg degeri ayni zamanda ¢ikis
voltaji1 (V,) oldugu i¢in;

-

Sekil 1.24 - Devrenin Drain Vbs = Vpp-Ip.Rp formiilii bulunur.

- Source Halkas1 . . .
Bunun, transistorlerdeki Vg = Vee-Ie.Re formiiliinden de hig

farki yoktur. Bu formiilden drain akimini ¢cekersek;
Ip.Rp = Vpp-Vps
ID = (VDD‘VDS)/RD formiilu bulunur.

Acaba, JFET devrelerindeki Rp drain yiik direncinin gorevi nedir? (Transistorlii devrelerdeki,
Rc kollektor yiik direnci i¢in de gegerli)

Cikistan alinan voltaj, Vps = Vpp-Ip.Rp idi.
Rp direnci olmasaydi;
VDS = VDD-ID.RD/ 0 5 RD=0

Vbs = Vpp olurdu. Yani, ¢ikistan alinan voltaj, daima Vpp gii¢ kaynagi degerine esit olacakti.
Giriste yiikseltilmek tizere bir AC sinyal uyguladigimiz halde, ¢ikistan Vpp gii¢ kaynaginin
degerini gorecektik. Dolayisiyla yiikselte¢ devresi, yiikseltec gibi ¢calismayacak girisine
uygulanan sinyalleri yiikseltmeyecekti.

b. Gerilim Bdoliicii Direncli Polarma

Gerilim boéliicii direncli polarmaya ge¢gmeden 6nce kendinden (Self) polarmali devreleri
anlatmakta fayda vardir. Self polarmali devrelerde ikinci bir Vg gibi kaynaga gerek yoktur.
Gate-source gerilimini saglamak i¢in source direnci (Rs) kullanilir. Rg direnci, transistorlii
yiikselteclerde Rg direncine benzer. Self polarmali JFET devresi Sekil 1.25 'te gosterilmistir.
Rg gate direnci, Rg source direnci, Rp ise drain direncidir. Transistorlii yiikseltecte;

R -->Rp, Rs --> Rg, Rp --> R¢ veya Ry, 'nin karsiligidir.



Sekil 1.25 'teki devrede devre tek bir
kaynaktan beslenmekte olup, bu kaynak
Vpp 'dir. Bu devrede gate-source {izerinden
hi¢ gate akim1 akmayacagindan I = 0 'dir.
Bu nedenle kap1 gerilimi;

Vg =16.Rg =0.Rg =0 Volt 'tur.

Sekil 1.25 - Kendinden Polarmali1 JFET Devresi

Drain akimu ile source akimu birbirine esit
oldugundan (Ip = Is), source ile sase
arasindaki gerilim Vg, Rg direnci
tizerindeki gerilim diisiimii kadardir.
Source 'daki gerilim;

Vs =1Ip.Rg olur.
Gate-source gerilimi;
Vgs = Vg-Vs = 0-Ip.Rg

VG = —ID.RS olur.

Bu 6zet bilgilerden sonra gerilim bdliicii direngli polarmaya gecebiliriz.
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Sekil 1.26 - Gerilim Boliicii Direng Polarmali
JFET Devresi

edilir.

Sekil 1.26 'daki devrede, gate gerilimi Rg; ve
R gerilim boliicii direncler tarafindan
belirlenir. Rg; ve Ry direnglerinin baglandigi
noktadaki gerilim ayni1 zamanda gate
gerilimidir. Rg; 'den gecen akim Rg; 'den de
gecer. G noktasindaki Vg gate gerilimi;

VG = RG2 / (RG1+RG2).VDD kadardir. Buradaki
Vb / (RG1+Ra2) ayn1 zamanda Rg; ve Rgp
voltaj boliicii direnclerden gecen akimdir. Bu
akimi Rg; degeri ile ¢arparsak R, direnci
izerine diisen gerilimi buluruz. Rg; lizerindeki
gerilim de Vg gate voltajina esit olur. JFET
ongerilimi,

VGS = V(;-Vs = V(}-ID.RS olur.

Devrenin drain-source halkas1 gézoniine
alinirsa Sekil 1.27 'deki gibi bir sekil elde



Sekil 1.27 'deki devrede Kirchhoff 'un gerilimler kanununu
uygularsak;

Vob = Ip.Rp+Vps+Ip.Rg olur.
W
DD | pakat buradaki Vs, JFET 'in drain-source voltajin1 gosterip,

cikis voltajin gostermez. Ciinkii bu devrede cikis, JFET 'in drain
ucu ile sase arasindan alinir. Formiilii diizenlersek;

Sekil 1.27 - Drain - Source | Vpp, = I (Rp+Rs) + Vps olur. Drain akimu ise;
Terminallerine Vpp Gii¢

Kaynaginin Baglanmasi Ip (Rp+Rs) = Vbp-Vps

Ip = (Vbp-Vbs) / (Rp+Rs) olarak bulunur.

Bu formiillere gore drain voltaji1 yani ¢ikistan alinan voltaj,

VD = VDD—ID.RD olur.



